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Структура напівпровідникового полікристалічного резистора (ГР) являє 
собою упаковку зерен порошків напівпровідникових оксидів, які при спіканні 
утворюють «перешийки» у місцях контакту зерен один з одним. Електрофізичні 
процеси при зарядженні поверхні ГР в результаті хемосорбції 
характеризуються режимами збіднення або збагачення як наслідок ефекту поля. 

Провідність газочутливого напівпровідника, що розміщено у 
парогазовому середовищі можна розглядати, як суму провідностей: 10   , 
де 0  – провідність напівпровідника в інертному середовищі, наприклад у азоті; 

1  – провідність, яка обумовлена адсорбцією парогазової суміші. Зміна 
провідності від температури описується відомим рівнянням kTBAe0 , де A  та 
B  – параметри, що залежать від «біографічних» домішок напівпровідника. Для 
знаходження виразу для 1 , як функції пропорційного тиску парогазового 
домішку та температури напівпровідника застосовані основні положення 
класичної теорії адсорбції Ленгмюра. 

Повна провідність полідіспесного газочутливого напівпровідника для 
мікроконцентрацій парогазових домішок може бути представлена наступною 
моделлю: 
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 )()(),( 0 , де *)( NaTa  ; bc   ( *N  – кількість центрів 
адсорбції на одиницю поверхні напівпровідника;   – величина вірогідності 
десорбції пара або газа; a  та b  – коефіцієнти пропорційності). 

Розглядаючи суміш газів, що хімічно взаємодіють, з врахуванням 
пропорційності параметра iiM   молекулярній вазі im  газового компонента та його 
парціальному тиску iP  в загальному випадку, отримана модель приводиться до 

вигляду: 
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молекулярна вага та парціальний тиск, відповідно, парогазових компонентів суміші. 
На відміну від ізотерм адсорбції Ленгмюра, Фрейндлиха, Генрі та інших, 

отримана модель встановлює температурну залежність провідності 
напівпровідника від парціального тиску з врахуванням зміни вірогідності 
адсорбції та десорбції при розгляді суміші газів в залежності від іх природи. 
При малих значеннях iP  модель апроксимується ізотермою Фрейндлиха. 
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